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В докладе описываются синтез и исследования статических и динамических магнитных свойств тонкой эпитаксиальной пленки соединения FePd в тетрагональной L10-фазе и трехслойная гетероэпитаксиальная структура FePd(10нм)/W/FePd(10нм). Тонкопленочные структуры синтезированы на подложке MgO (001) методом молекулярно-пучковой эпитаксии в сверхвысоковакуумной камере – либо соиспарением из высокотемпературных ячеек (PdFe) либо испарением электронным пучком (W). Кристаллическая структура отдельных слоев изучена методом рентгеноструктурного анализа, состав – методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

Магнитные свойства полученных объектов исследованы методами вибрационной магнитометрии, стационарного и времяразрешенного магнитооптического эффекта Керра при комнатной температуре образца. Форма петель гистерезиса однозначно свидетельствует об успешном синтезе искусственного антиферромагнетика: намагниченность оказывается близка к нулю при приближении к нулевому значению магнитного поля. Петли получены при магнитном поле, перпендикулярном плоскости гетероструктуры, что свидетельствует о перпендикулярной магнитной анизотропии обоих слоев FePd в трехслойной гетероструктуре.
Исследована фотоиндуцированная прецессия намагниченности – как одиночной пленки FePd, так и трехслойной антиферромагнитной структуры (рисунок). Отметим, что в идентичных условиях как амплитуда наблюдаемых сигналов, так и регистрируемая частота прецессии различаются. Измерены и проанализированы зависимости частоты прецессии намагниченности от величины приложенного магнитного поля. Определены параметр затухания прецессии, а также сила связи между ферромагнитными слоями. Синтез искусственного антиферромагнетика на базе L10-фаз соединения FePd открывает новые возможности для создания на базе родственных структур перспективных материалов для магнитных носителей информации сверхвысокой плотности записи.
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